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Laylı quruluşlu n-InSe [1] yarımkeçiricisinin monokristallarında xarici 

elektrik sahəsinin təsii ilə induksiyalanmış aşqar fotokeçiriciliyin [2] bəzi 
spesifik xüsusiyyətlərinin səbəblərini aşkar etmək üçün həmin yarımkeçiricidə 
adı gedən hadisəyə holmiumla (Ho) aşqarlanmanın təsiri tədqiq edilmişdir. 
Təcrübi ölçmələr temperaturun, elektrik sahə-sinin, aşqar işığın intensivliyinin 
və dalğa uzunluğunun uyğun olaraq 77T300 K, U3·102 V, 2102 Lk, 
0.304.00 mkm intervallarında, 10-1 at.%-ə qədər Ho-la aşqarlanmış nümu-
nələrdə aparılmışdır. 

Müəyyənləşdirilmişdir ki, təmiz və Ho-la aşqarlanmış n-InSe monokristal-
larının fotohəssaslığı aşağı (T200K) temperaturlarda statik volt-amper xarak-
teristikanın xətti oblastına uyğun gərginliklərdə maksimumu max=0.95 mkm-
də olan və 0.351.25 mkm intervalını əhatə edən məxsusi və maksimumu 
max=1.60 mkm-də yerləşməklə 1.201.90 mkm intervalını əhatə edən mənfi 
aşqar fotokeçiricilikdən ibarətdir. Lakin nümunəyə nəzərəçarpacaq injeksiya 
yaradan elektrik sahəsi təsir etdikdə, mənfi fotokeçiriciliyin qiyməti kiçilir və 
1.603.60 mkm oblastında maksimumu =2.60 mkm-də olan müsbət aşqar 
fotokeçiricilik müşahidə olunur. Elektrik sahəsi ilə induksiyalanmış bu aşqar 
fotokeçiriciliyin qiyməti və xarakteristikaları temperaturun, elektrik gərgin-
liyinin, aşqar işığın intensivliyinin qiymətləri ilə yanaşı, həm də daxil edilmiş 
Ho aşqarının miqdarından (NHo-dan) asılıdır. Cərəyan kontaktlarının injeksiya 
etdirmək qabiliyyəti yüksəldikcə, induksiyalanmış aşqar fotokeçiriciliyin qiy-
məti də böyük olur. NHo-un dəyişməsi ilə induksiyalanmış aşqar fotokeçiricili-
yin qərarlaşma və sönmə proseslərinin sürəti də dəyişir. NHo-un artması ilə 
əvvəlcə relaksasiya sürətləri kiçilir, sonra isə (NHo10-3 at.% olduqda) artır. 
Aşqarlama induksiyalanmış aşqar fotokeçiriciliyin lüks-amper xarakteristika-
sının formasına təsir göstərmir. n-InSe kristallarının fotoelektrik və elektrik 
xassələrinin tədqiqinə həsr olunmuş bir sıra işlərdə [3, 4] həmin kristalların 
bütövlükdə alçaqomlu matrisa (AO) və bu matrisadakı təsadüfi xarakterli mak-
roskopik yüksəkomlu fazalardan (YO) ibarət sistem kimi təsvir edilə bilməsi, 
eyni zamanda həmin kristalların qadağan olunmuş zonasında əsas yükdaşı-
yıcılar üçün -dayaz tutma mərkəzlərinin mövcud olması da göstərilmişdir. 
Əldə olunmuş təcrübi nəıticələrin statistik təhlili göstərir ki, qaranlıq xüsusi 
müqavimətinin qiyməti ən kiçik olan n-InSe nümunələrində elektrik sahəsi ilə 
induksiyalanmış aşqar fotokeçiriciliyin xüsusiyyətləri fəzaca bircins kristal 
yarımkeçiricilərdə fotokeçiricilik üçün mövcud nəzəri müddəalar [2, 4] əsa-
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sında qənaətbəxş izah olunur. Yüksəkomlu nümunələrdə alınmış nəticələri izah 
etmək üçün isə onlarda həm də böyük ölçülü xaotik defektlərin olmasını nəzərə 
almaq lazımdır [3, 5]. Holmium aşqarlarının müşahidə olunan induksiyalanmış 
aşqar fotoke-çiriciliyinin xarakteristikalarına təsiri isə [6]-da güclü aşqarlan-
mış yarımkeçiricilərin elektron xassələri üçün irəli sürülmüş nəzəri müd-
dəalara uyğun izah etmək olar. Ho-la 10-2<NHo<10-1 at.% miqdarda aşqarlanmış 
n-InSe kristallarının nazik lövhələri əsasında xarakteris-tikaları elektrik sahəsi 
ilə idarə oluna bilən, yüksək stabilliyə və təkrar-lanan xarakteristikalara malik 
fotorezistorlar hazırlamaq mümkündür.  
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Аннотация. Рассмотрены процессы формирование узких полосок 
малого размера In и Sn на близлежащую подвижную поверхность 
посредством жидкометаллического источника ионов (ЖМИ). При 
расстоянии иглы от поверхности порядка 80 мкм получены следы ионов 
(İn+, Sn+) и массивные непрерывные дорожки шириной несколько мкм. 
Структура осажденных полосок длиной более 10 мм является зернистой. 

Введение. Для создания различных поверхностных структур очень 
перспективным методом является осаждение нанокапель на проводя-
щую поверхность. Для этой цели используются жидкометаллические ис-
точники ионов с острийным эмиттером. Острийные эмиттеры обладают
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